
a 2004 0097 

Invenţia se referă la tehnologia semiconductoarelor, în particular la procedee de obţinere a suprafeţei poroase a 
semiconductorului. 
Esenţa invenţiei constă în faptul că pe suprafaţa semiconductorului se depune o mască ce o acoperă selectiv şi se 
efectuează corodarea eielectrochimică. Noutatea invenţiei constă în faptul că masca este executată din fotorezist. 
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